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1. Circuitos en Corriente
Continua (CC)

Tabla 1.1: Fórmulas de Circuitos en Corriente Continua

Concepto Fórmula Unidades T́ıpicas

Intensidad de Corriente (I) I =
dQ

dt
Amperio (A)

Ley de Ohm (Tensión en Resistencia) V = IR Voltio (V)

Potencia Consumida (Efecto Joule) P = IV = I2R =
V2

R
Vatio (W)

Enerǵıa Consumida (U) U = Pt Julio (J)
Ley de Corrientes de Kirchhoff (LKC)

∑
Ientrantes =

∑
Isalientes A

Ley de Tensiones de Kirchhoff (LKV)
∑

Vcáıdas =
∑

Velevaciones V
Resistencias en Serie Req =

∑
Ri Ohm (Ω)

Resistencias en Paralelo
1

Req

=
∑ 1

Ri

Ω

Relación Thévenin-Norton In =
Vth

Rth

A
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2. Circuitos No Estacionarios
(Transitorios)

2.1. Condensadores (C)

Tabla 2.1: Fórmulas de Condensadores

Concepto Fórmula

Relación I-V i(t) = C
dv(t)

dt

Enerǵıa Almacenada u(t) =
1

2
Cv(t)2

Capacitancia en Serie
1

Ceq

=
∑ 1

Ci

Capacitancia en Paralelo Ceq =
∑

Ci

Constante de Tiempo τ (circuito RC) τ = RC
Tensión en Carga (sol. transitoria) vC(t) = Vfinal

(
1− e−t/τ

)
+ vC(0)e

−t/τ

2.2. Inductores (L)

Tabla 2.2: Fórmulas de Inductores

Concepto Fórmula

Relación V-I v(t) = L
di(t)

dt

Enerǵıa Almacenada u(t) =
1

2
Li(t)2

Inductancia en Serie Leq =
∑

Li

Inductancia en Paralelo
1

Leq

=
∑ 1

Li

Constante de Tiempo τ (circuito RL) τ = L/R
Corriente en Carga (sol. transitoria) iL(t) = Ifinal

(
1− e−t/τ

)
+ iL(0)e

−t/τ
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3. Corriente Alterna (CA) y
Análisis Fasorial

Tabla 3.1: Fórmulas de CA y Fasores

Concepto Fórmula

Señal Sinusoidal v(t) = V0 cos(ωt+ ϕ)

Valor Eficaz (r.m.s.) Vrms =
V0√
2

Impedancia (General) Z = R+ jX
Reactancia Inductiva ZL = jωL

Reactancia Capacitiva ZC =
1

jωC
=

−j

ωC
Ley de Ohm Fasorial V = IZ
Potencia Compleja (S) S = VI∗ = P+ jQ
Potencia Activa (Real) (P ) P = VrmsIrms cosϕ
Potencia Reactiva (Q) Q = VrmsIrms senϕ

Factor de Potencia (FP) FP = cosϕ =
P

|S|
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4. Dispositivos Semiconductores
(Básicos)

4.1. Diodo

Tabla 4.1: Fórmulas de Diodo

Concepto Fórmula

Ecuación de Shockley (I-V) ID = Is

e

VD

ηVT − 1


Voltaje Térmico (VT ) VT =

kT

q
Modelo Simplificado (Encendido) VD ≈ Vγ (Tensión de umbral)

4.2. Transistor MOSFET (NMOSFET, con mo-

dulación de canal λ)

Tabla 4.2: Fórmulas de Transistor MOSFET (NMOSFET)

Concepto Fórmula

Condición de Corte VGS < Vth

Corriente ID en Saturación ID =
1

2
k′
n

W

L
(VGS −Vth)

2(1+ λVDS)

Parámetro de Transconductancia k′
n = µnCox
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5. Análisis de Sistemas y
Medidas (Diagramas de Bode)

Tabla 5.1: Fórmulas de Bode y Medidas

Concepto Fórmula

Módulo en Decibelios (dB) |T(ω)|dB = 20 log10 |T(ω)|
Suma de Módulos en Bode 20 log10 |T(ω)| =

∑
i

20 log10 |Ti(ω)|

Suma de Argumentos en Bode argT(ω) =
∑
i

argTi(ω)

Error Relativo Porcentual ϵ%,x =
∆x

x̄
· 100

Propagación de Error (F = f(x, y)) ∆F =

∣∣∣∣ ∂f∂x
∣∣∣∣∆x+

∣∣∣∣ ∂f∂y
∣∣∣∣∆y
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